




















Etapa de potencia de un Desfibrilador Externo Automatico.
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en el potencial se esparcen por todas las células para crear un latido ritmico sin necesidad de sefiales

nerviosas.

Nodo Sino-strial.

Nodo Atrio-ventricular.

Hustracion 1. Rutas eléctricas en el corazon {Webster & Clark, 1998).

La sefial eléctrica que inicia el proceso de latidos empieza en el nodo sino-atrial (marcado en la
ilustracion 1) que es el marca pasos del corazén y continta con el nodo atrio-ventricular. El corazéon debe
mantener un ritmo continuo para bombear de manera efectiva. Un ritmo lento no tendra el suficiente
bombeo de sangre y puede presentar los sintomas anteriormente mencionados, y un latido muy rapido no
dejara que el corazon se llene con suficiente sangre para bombear. Los latidos lentos (bradicardia) pueden
deberse a un blogueo de la sefial eléctrica, lo cual no dejard que una porcion del corazon tenga
contracciones. latidos rapidos (taquicardia) ocasionalmente son causados por un corto circuito en el

corazon, teniendo rutas anormales de la sefial cardiaca o que quede circulando en algin camino.

1.3.1.1 Taquicardia ventricular (Berger, Medline Enciclopedia Médica., 2008).

Se origina en los tejidos ventriculares, debido a dafios causados por algunas de las siguientes
razones: Consumo de medicamentos anti-arritmicos, cambios en la quimica sanguinea (ej. Bajo nivel de
potasio), insuficiencia de oxigeno, estos problemas causan dafios en las conexiones eléctricas que causan
estimulos répidos en los ventriculos (mas de 100 latidos por minuto) con al menos tres latidos irregulares en
un periodo. La taquicardia ventricular con frecuencia causa una caida en la presion sanguinea, pérdida del
conocimiento, pulso rapido o ausente. En casos extremos, puede ser fatal. Puede desarrollar una
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complicaciéon temprana o tardia de un ataque cardiaco y suele suceder en pacientes que sufran de

miocardiopatia, insuficiencia cardiaca, cirugia de corazén, miocarditis, valvulopatia cardiaca.

3,4 o Amy

vf

llustracion 2. Taquicardia ventricular (MFI, 2008).

1.3.1.2. Fibrilacién ventricular {Berger, Medline Enciclopedia Médica., 2008).

En esta arritmia anormal, los ventriculos se despolarizan repetidamente en forma descoordinada y
erratica. Es causada por algunas de las siguientes razones: cardiopatia congénita, accidentes por
electrocucion o lesion al corazdn, ataque cardiaco, enfermedades al muasculo cardiaco, cirugia de corazén,
isqguemia, muerte cardiaca stbita {presente en atletas después de un traumatismo sobre la superficie del
corazén). En poco tiempo este padecimiento es invariablemente fatal cebido a la falta de sangre irrigada al

cuerpo, principalmente al cerebro.

Hustracién 3. Fibrilacién Ventricular (MFI, 2008).
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llustracion 4 Circuito para generacion de onda monopolar senoidal amortiguada (Webster & Clark, 1998).

Para el mismo circuito se pueden tener dos tipos de formas de onda, dependiendo
fundamentalmente de la impedancia del paciente a desfibrilar, siendo sub-amortiguada para pacientes con
baja impedancia transtorécica (menos de 56Q) y teniendo un comportamiento cuasi-bipolar; referida en la
literatura especializada como forma de onda Gurvich. Para pacientes con impedancia transtoracica mayor a

560, la forma de onda se hace monopolar (por el efecto sobre-amortiguado de la onda) y tiene el nombre
de forma de onda de Edmark.
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lustracion 5. Forma de onda monopolar senoidal amortiguada (MDS).

b) Monofasica exponencial truncada (MTE por sus siglas en inglés): Modificando un poco el circuito

anterior, quitando el inductor, se obtiene un decaimiento exponencial por parte de la descarga del
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capacitor a través de la resistencia del cuerpo humano. Se tiene poca fiabilidad en esta forma de
onda ya que aplicar corrientes bajas por un periodo largo de tiempo, mayor a 40ms, puede resultar
en una nueva fibrilaciéon del corazon. Para mejorar la forma de onda, se puede truncar mediante
conmutadores que “desconecten” al paciente del capacitor al cabo de cierto tiempo. Con una

forma de onda con decaimiento exponencial truncado se mejora la eficacia de la desfibrilacion.

Las ventajas de este tipo de formas de onda es que se permite el uso de elementos con mayor
capacitancia, que se traduce en un menor voltaje requerido para carga el mismo capacitor. Entre sus
caracteristicas como se puede observar en las ilustraciones, se puede mencionar su duracién de entre 10 y
30 ms y una amplitud pico de corriente de entre 20 y 50 A, lo cual nos puede generar niveles de energia

entre 200 y 400J por shock de desfibrilacidn.

& 5 -0 1% P o5 a6

Corriente [A)

Tiempo {ms)

llustracién 6. Forma de onda monopolar exponencial truncada (MTE).

1.3.1.3.2 Sefiales bipolares de desfibrilacion

Son caracterizadas por tener un cambio de polaridad en los electrodos en la duracién del pulso.
Utilizadas cominmente en desfibriladores implantables modernos, tienen la ventaja de que se requiere de
menos energia en el shock y las consecuencias post-desfibrilacién presentan resultados inmediatamente. La
menor necesidad de energia puede deberse a que el shock inicial no necesita despolarizar tantas células
como en las formas de onda monopolares. Esto es debido a que la etapa de polaridad negativa remueve las
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cargas residuales dejadas por la polaridad positiva reduciendo el riesgo de que se entre en fibrilacion de

nuevo.

Para aumentar la probabilidad de éxito en la desfibrilacidn, la polaridad negativa debe ser lo mas
corto posible, ya que entre mas tiempo tome, necesitaran mayores voltajes de desfibrilacion y ademds, la
probabilidad de éxito disminuye. En las ilustraciones se pueden observar dos tipos de forma de onda
bipolares, la primera siendo |a bipolar con decaimiento exponencial truncada (BTE por sus siglas en inglés) la
cual fue la primera forma de onda en ser aprobada por la FDA. La segunda siendo una forma de onda mas
reciente, utilizada en equipos Zoll, llamada forma de onda bipolar rectilinea (RLB por sus siglas en inglés).
Para el 2007, no habia evidencia de que cualquiera de las dos formas de onda bipolares tuviera mayor éxito,
ya que la BTE presentaba una probabilidad de éxito de 86-98% para un shock inicial de 150J, mientras que la

RLB obtenia una probabilidad de éxito de 85% para un shock inicial de 1204.
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Hustracion 7. A la izquierda, forma de onda bipolar con decaimiento exponencial truncada (BTE). A la derecha, forma de
onda bipolar rectilinea (RLB).

Una medida utilizada frecuentemente en los desfibriladores es tener dos botones en los electrodos
de aplicacion de desfibrilacion; el objetivo es para que la desfibrilacion no ocurra debido a un accidente, sino
por el contrario sélo pueda realizarse cuando el que aplica el tratamiento esté en total control del aparato y
oprima los dos botones. Teniendo como ventaja que el sistema a desarrollar es totalmente automético, el

procesador decidira si la desfibrilacién se lleva a cabo o no, por lo qua no se necesitardn botones en los

electrodos de aplicacion.
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llustracion 21. Diagrama a bloques del desfibrilador externo automatico.
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llustracién 22. Esquema del circuito de la etapa de potencia de un desfibrilador externo automatico.
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9. Anexos.

9.1 Anexo 1 — Hojas de especificaciones

9.1.1. 2N3771
c—.’ T SGS-THOMSON 2N3771
MICROELECTRONICS 2N3772
s SGS-THOMSON PREFERRED SALESTYPES
DESCRIPTION e—
The 2N3771, 2N3772 are silicon epitaxial-base / P
NPN transistors mounted in Jedec Jedec TO-3 /\w 4l ,;/’
metal case. They are intended for linear % v
amplifiers and inductive switching applications. \?\\- hz.-’//
T
1 |
2
TO-3
Veeeaty: | Collector-Emitter for 2N3771
Saturation Voitage le =15 A b= 15A 2 v
lc=30A B=6A 4 \4
for 2N3772
lc=10A lg=1A 1.4 v
Ic=20A Ih=4A 4 v
heg* DC Current Gain for 2N3771
lc=15A Vee=4V 115! 60
le =30 A Vece=4 VYV 5
for 2N3772
lc=10A Vee=4V 15 60
lc=20A Vee =4V 5
heg Small Signal Current le=1A Vez==4V f=1KHz 40
Gain
fr Transition frequency lc=1A Vee=4V {=50KHz 0.2 MHz
Isip Second Breakdown Vee = 25V t =1 s (non repetitive} G A
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— mm inch
MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX.
A 11.00 13.10 0.433 0.516
B 0.97 1.15 0.038 0.045
C 1.50 1.65 0.05¢9 0.065
D 8.32 8.92 0.327 0.351
E 19.00 20.00 0.748 0.787
G 10.70 11.10 0.421 0.437
N 16.50 17.20 0.649 0.677
P 25.00 26.00 0.934 1.023
R 4.00 4.09 0.157 0.161
U 38.50 39.30 1516 1.547
A 30.00 30.30 1.187 1.193
" . A 0
t
:

4

%

§

|

1 - ,

3

|

3

*

e

G‘;‘ SGS-THOMSON

LS PRl eA, FEERE 4 Dol
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National
& Semiconductor
LMC555
CMOS Timer

General Description

The LMCS55 is a CHMOS version of the industry standard
555 series general purpose timers. In addition fo the stan-
dard package {SOIC, MSOP. and KMDIP: the LKMC355 is also
avaiabie n a chip sized package {8 Bump micro SMD) using
National’s micro SHMD package technology. The LMC558
offers the same capability of generating accurate time delays
and frequencies as the LM585 but with much lower power
dissipation and supply cumrent spikes. When operated as a
one-shot. the time delay is precisely controlled by a single
=xtemal resistor and capacitor. In the stable mode the oscil-
fation frequency and duty eycle are accurately set by two
external resistors and one capacitor. The use of National
Semiconductor's LMCMOS™ process extends both the fre-
quency range and low supply capability.

Absolute Maximum Ratings iNctes 2, 3

It Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage, V* 15V
Input Voltages, Vymia, Vaes Voraw

VrraesH ~0.3V to Vg + 0.3V
Output Voltages, Yo, Ve 15V
Output Current I, e, 100 mA
Storage Temperature Range -85 C 104150 C

Soldering Information

IMDIP Soldering (10 seconds} 260°C
SOIC, MSOP Vapor Phase (60 sec) 215C
SOIC. MSOP Infrared {15 sec) 220C

Note: Soe AN-450 “Surface Meunting Methods and Their Effect on Product
Rehatility” for othar methods of solderng surface mount devices.

Operating RatingsiNates 2, 3

Termperature
Rarge -40'Cto +85C
Test Circuit {Note 5)
GND Ve
TRIGGER =

OUTPUT O——4Cutput Thresh

LNC555

RESEY Hm Contrs)
: I

Vg

May 2006

Features

® Less than 1 myY typical power dissipation at 5V supply

= 3 MHz astable frequency capabiitty

® 1.5V supply operating voltage guaranteed

u Output fuly compatible with TTL and CHOS fogic at SV
supply

o Tested 1o —10 mA, +50 mA ocutput cumrent levels

m Reduced supply current spkes dunng output transitions

= Extremely low reset, trigger, and threshold currents

= Excallent temperature stability

= Pin-for-pin compatible with 555 series of timers

m Available in 8-pin MSOP Package and 8-Bump micro
SMD package

Thermal Resistance (6,,) (Note 2)

S0, 8-Pin Small

Qutline 169 C/'W
MSOP, 8-Pin

Mini Small
Cuttline 225 GivY
MDIP, 8-Pin

Molded Dip 111 CW
8-Bump micro

SMD 220 C/W

Maximum

Allowable Powsr

Dissipation «25 C
MDIP-8 1126 mW
50-8 740 mW
MSOP-8 555 m\W
& Bump micro

SMD 568 mW

Maximum Frequency Test Circuit (Note 5)

OND ve QO+
£ L v

— < 0.1 uf

- oo T -

r— Treggar  Duset f—

.b
$ 200
ouTeuT 1 b
g——— Cutpol  Th-est
=L 007
= LMC555 il
¥, O———_iesat  Contea
]
_1I 4001 oF

lawil SOWD SSSOWT
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Application Information continued)

——rrwee

g V19
‘f ‘ o
i i "
- L1 . ASTABLE OPERATION
' : if the circuil is connected as shown in Figure 4 (Trigger and
» A1\ - Threshold terminals connected together) it will trigger itselt
P4 \ /5 \ ,/ and free run as a multivibrator. The external capacitor
” h et ] charges through R, + Ry and discharges through Ry. Thus
i the duty cycle may be precisely set by the ratio of these two
resistors.
W0FsEN2
Voo = 5V Top Trace Outps 5 VDV,
TIME « 20 pofOl.  Botom Trace: Capaciior Voltags 1 WDiv. .
Ra=38ka ong v * o ¥
Ra»0ka —..l.:- —L 0.1 uf
Cu0.01F = | R,
FIGURE 5. Astable Waveforms {_ g Dl
The charge time {output high) is given by #
1, = 0,693 (Ra + Rp)C ouTeyT
And the dischange time {output low) by: g Lutrut Thrash _L_
1, = 0.693 {(Ry)C €
Thus the total pariod is: LuC355 L
T=t, +1,=0.693 (R, + RyiC ﬁfﬁ‘o__ Foal  Con il b
The frequency of oscillabon is: {vg)
e e
f = .1. = _JL_.
T {Ra+2RgC FIGURE 4. Astable (Variable Duty Cycle Oscillator}
Figure 6 may be used for quick determination of these RC I this mode of operation, the capacitor charges and dis-
Values. The duty cycle, as a fraction of total period that the  charges between 158 Vi and 2/8 Vg, As in the triggered
output is low, is: mode. the charge and discharge times, and therefore the
a frequency are independent of the supply voltage.
D= m Figure 5 shows the waveform genesated in this mode of
operation.
Physical Dimensions inches {millimeters} unless otherwise noted (Continued)
03730000
“' a1a-1818)
. 05
- T
BT e [ "
1.0 F‘f'."-‘.' bos - co0s
M P . WE9-C 17
i €.250 7.0905 RO
PINMQ. 3 IOENT -~ 1 N 16.354 0127} PENO 1IN o ﬁ)
P il { e
gpagagn z
— fm'l pr NN - cox o ;'::—m?,ﬂ?—b«f !4— 5 A OPTION 2
e AM0-00 , OTD Tt | [T TIRY
T 82-8128 * i/ ¢ : }
S e L fr~est 1 813030008
' 711 2 <0 12 l
wirle | | 3 VS ;Wm.:m :
‘ _ ?nﬁzf . E Efil {3 175 3 556; 0020
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9.1.3.4N36

T GENERAL PURPOSE 6-PIN
PAIRCHILD  pyoTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS

SEMICONDUCTOR®

4N25 4N26 4N27 4N28 4N35 4N36
4N37 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11AS5

WHITE PACKAGE {-M SUFFIX) SCHEMATIC
/> \\% (": 99—1 e ot
R A ]

"5 AN P

48 A B [
B i
~ Ve 1
o 1 0L
gj\ 3¢ 2. CATOE
N e ROCAHMESTION
& NNAGY < EaaTTER
3 COUETHR
3 sa%

DESCRIPTION

The general purpase optacouplers consist of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a 8-pin
dual in-line package.

FEATURES
+ Also available in white package by specifying -M suffix. eg. 4N25-M
* UL recognized {Fite # ES0700)
* VDE recognized (File # 94766)
- Add option V for white package {e.g., 4N25V-M}
- Add option 300 for black package (e.g.. 4N25.300)

APPLICATIONS

« Power supply regulators
« Digital logic inputs

* Microprocessor inputs

ISOLATION CHARACTERISTICS
Characteristic Test Conditions | Symbol | Min | Typ” | Max Units
. {Non'-M’, Black Package) (f = 60 Hz. t = 1 min} 5300 Vac{rms}
Input-Output Isolation Voltage - - : Viso
{-M'. White Package) (f = 60 Hz, t = 1 sec) 7500 Vac{pk)
Isolation Resistance (Vio=500VDC)| Rgo | 10" Q
Isolation G it (VF‘:) = &, f=1 MHZ) c 0.5 pF
solation Capacitance
e (M White Package) | ~'%° 02 | 2 oF

Note
* Typical values at T, = 25°C

- |
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4N2&
- = 4N2€

{lg =2 mA. Ig = 50 mA) i 0.5

4N2¢

4N3E

Collector-Emitter Vv 4N3€ 0.3 v

Saturation Voltage CE(SAT} | 4Ng37

lc=05mA.lg= 10 mA H11A1
e d ) H11A2

H11A3 0.4
H11A4
H11A3
AC Characteristic 4N2&
4N2E
4N27

4N2€.
Non-Saturated (ir =10 mA, Vo = 10V, Ry = 100¢))

: by H11A1 2
Turn-on Time (Fig.20) N H11A2 .

Hi1A3
Hi1A4
H11A5

Non Saturated {lc =2 mA, Ve = 10V, B = 1000) 4Nzs

Turm-on Time {Fig.20) Ton 2;:25 £ "% =

AC Characteristic Test Conditions Symbol [ Device Min Typ* Max Unit

4N25

4N2&

4N27

(I = 10 mA, Ve = 10V, R, = 100%2) i )
(Fig.20)

H11A2
Tum-off Time Tore | H11A3 bs

H11A4
H11A5

(o= 2mA Voo = 10V, R, = 1000) g

2 4N38 2 10
(Fig.20) ANST

* Typical values at Ty = 25°C

' imensions (Through Hole) imensions (Surface Mount)

T s P s '—am@l:%'—“‘
o |
1o { PN
| AAA
% 7 1
o e snan
: i T —
1 3 5 3
é (Y TINTRY . _1 r&%ﬁ%‘; f ow‘g\ga
2ot | ) }
gap(see no e
GYrrRe w:m“no

.;uz

T8 S |
1 ' JM
! Dy ' 31
Lpam 2300 n | l aoeozns '
o | | aogives |
| e | Q!wﬂ.ﬂ
8018 246 ] 3| °‘°"°‘°"" t— i ——J
SO0 B2V i Voo a4 11030
002 H ’ LI C AN i
G014 (0413 wg“—l l LR L P

Load Caplaaaiity - 6 0066 (DB MAX
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9.1.4. IRGPH40F

International S
19r Rectifier IRGPH40F
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR Fast Speed IGBT

Features

G
+ Switching-loss rating includes all "ail” losses - A
* Optimized for medium operating frequency {1 to Vees = 1200V
10kHz) See Fig. 1 for Current vs Frequency curve
- VCE(f,a(_) < 33\/
. @Vge = 16V, Ig = 17A
n-channel
Description
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) from International Rectifier have ) (@ (0
higher usable current densities than comparable bipolar transistors, while at ToR
the same time having simpler gate-drive requiremants of the famifiar power
MOSFET, They provide substantial benefits to a host of high-voltage high- V‘r-,\
cumrent applications. / %
TO-247AC
Absoclute Maximum Ratings
Parameter Max. Units
Vees Collector-to-Emitter Voltage 1200 v
lce@Tc=25°C Continuous Collector Current 29
ic @ Te=100°C | Contnuous Collector Current 17 A
lowm Pulsed Coliector Cunent @ 58
lim Clamped Inductive Load Cunent @ 58
Vge Gate-to-Emitter Voltage 320 v
Switching Characteristics @ T; = 25°C (unless otherwise specified)
Parameter Min. |Typ. |Max.| Units Conditions

Qq Total Gate Charge {um-on} 45 | &7 le = 17A
Qas Gate - Emitter Charge {tum-on) 1 15 nC | Veo =400V See Fig. 8
Qac Gate - Collector Charge {tum-on} 17 | 26 Vee = 15V
Lstori Tum-On Delay Time 3 | — T,=25C
ty Rise Time 17 | — ns | o= 17A, Ve = 960V
oo™ Tum-Cff Dielay Time 250 | 490 Veg = 15V. Rg = 1002
t Fall Time 210 | 390 Energy losses include ™ail”
Eor Tum-On Switching Loss 10 | —
Eop Tum-Off Switching Loss 33| — mJ | See Fig. 8, 10, 11. 14
Eis Total Switching Loss 4.0 5
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< ;
g =
E T, =25'C L7 E =
e /rv = 150°C £ FT, = 150°C e
(S
£ // 5 10 E%I
E = 77 +
W £ & 7~ e
z 7 s Z Z |
= 0
= VAYS S f—7
= 77 3 7
P=) / = II
° 7/ § &
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9.1.5 MC33153-D

MC33153

Single IGBT Gate Driver

The MC 33153 is specifically designed as an IGBT driver for high
power applications that inchude ac induction motor control. brushless
dc wmotor control and uninrerruptable power supplies. Although
designed for driving discrete and module IGBTs. this device offers a
cost effective solution for driving power MOSFETs and Bipolar
Transistors. Device profection features include the choice of
desaturation or overcwrrent sensing and undervolrage detection. These
devives are available in dual-in—line and surface mownt packages.

Features

e High Current Qutput Stage: 1.0 A Sowrce 2.0 A Sink

Protection Cireuits for Both Conventional and Sense IGBTs
Programunable Fanlr Blanking Thne

Protection against Overcurrent and Short Circuit

Undervoltage Lockowur Optimized for IGBT's

Negative Gate Drive Capability

Cost Effecrively Drives Power MOSFETs and Bipolar Transistors
Ph—Free Packages are Available

¢ & ¢ @& 9 o 0

Vee
e e e e st st . St e e e o o e e s e S -
e W oo 1
] I Shot Creuit e ‘.ﬂwa!m&,,j\} . ) l
[T g T g~
i e
A Overcurrent | Gt
| \f/ Overcusrent . Comparate [ j l¢ Sense
| ver latch 3 | / t__, SR {1 input
| 4 f S— E SS;W—L 7 I
P Kes
{ Voo e, KO
i T = o] ials
| (Drow x|
l e € . . i Faul
| Thsam 5 | s
A Bianiangr — 65Y V1 ngat
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' “\:,w—' J l
| 1 a VE’_G |
l Yoo - gltl;p:l I
1 I |
oo | * 5 r |, onse
Tiew ¢ o ! .
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' i ‘[ Ungey 100 k) I
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J > Leck |
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This device contairs 133 active transsiors.

Figure 1. Representative Block Diagram

.

ON Semiconductor”

http:/ionsemi.com

MARKING
DIAGRAMS

' SOiC-8 : 33153
\ﬁ; D SUFFIX ALYW
1’ CASE 751 “ s
¢ R
PDIP-8 MC331830
P SUFFIX AWL
CASE 628 Lt YYWWGO
1P Ty
A = Assembiy Location
L WL = Waferlot
Y.¥YY =Year
W, WW = Work Week
= or G = Pb-Free Fackage

{Note: Microdol may be in either [ocation)

PIN CONNECTIONS

N
Currert Sense | 4 O
Input
Kelvin GND E

Vee [ 3]
i [

g | Faul Blanking/
Desaturation input

E Fault Output

e

:5] Deive Quiput

{Top View}

ORDERING INFORMATION

See detaiiad ordesng and shipping ink
dimensions section on page 3 of this data shest.

n the package
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Voe = 18V, Vge = 0 V, Kelvin GND connected to Veg. For typical vaiues T = 25°C.
for min'max values Ta 1s the operating ambien? temperature range that applies (Note 23, unl2ss otherwise noted.}

Characteristic Symbotl | Min | Typ | Max | unk
LOGIC INPUT
Input Threshold Voltage v
High State (Logic 1) Vik & 270 32
Low State (Logic O) Vi 1.2 236 e
Input Current pA
High State (Vs =30 V) i = 130 500
Low State (Vy = 1.2V} I = 50 100
DRIVE OUTPUT
Qutput Voitage v
Low State (lging = 1.0 A) Voo S 2C 25
High State {lgaurce = 500 mA) Vor 12 13.9 =
Ouput Puli-Dowr: Resistor Rsp - 100 200 28]
FAULT OUTPUT
Output Voitage v
Low State (g = 5.0 mA) Ve s 02 1.8
High State {lgguree = 26 mA} Ven 12 133 =
SWITCHING CHARACTERISTICS
Propagation Delay {50% input to 58% Output C = 1.0 nF) ns
Logic fnpu: o Drive Cutput Rise teLksnoun = &0 300
Logic Input 0 Drive Output Fall PHL gnvout} = 126 300
Drive Output Rise Time {10% to 80%) C| = 1.0 nf 1 - 17 £5 ns
Crive Output Fall Time (90% to 10%) C = 1.0 nF 1 - 17 & ns
Propagation Delay Current Sense Input te Drive Output D00 ¥ 03 140 it
Fault Blanking/Cesaturagon input to Drive Output R
2. Low duty cycle pulse techmgues are used during test to mairfain the junction temperatuse as close to ambient as possible.
Thow = —40°C for MCA3152 Ty = +105°C for MC33153
PACKAGE DIMENSIONS
PDIP-8
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 626-05
ISSUE L
NOTES:
[11 rILx r"1 rrl 1, DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
s s [} FOSMED PARALLEL.
| 2. PACKAGE CONTOLR OPTIDNAL (RGUND OR
: SQUARE CORNERS).
D 3. DRENSOUING AWE TOLERAHCING PER ANS!
Yid.5M, 1962
Or 4 Y MIUMETERS | NCHES
[f LUJ LUJ Lll | DM MW | MAX | MW | MAX |
L_ Al 940 | 1016 | 0370 | 0400
e 4 B | 630 | 680 | 0.240 | 0260 |
— [EAEL C ] 394 | 4451 0155 | 0475
Bt ol o 051 | 0015 | 0020
N oL [ ,% 178 | 0.080 | 0070
\ G |  25485C )
I W | 0761 1271 068 | 8050
} § 31 o2 | 030 ] o008 | 6012
| C K 343 | 0415 | 0135 |
| [ 7528SC 0300 BSC
A Y J ¥ Sl IS TS
= LK) N | o7 | 101 ] 000 | 9040
SEATNG L
E 1 | M
| K En
H-—n

s
[@iounpus®|T/A ®|s®)|
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9.1.6 PVI-1050N

Data Sheet No. PD10054-B

International
IGR Rectifier S
Single and Dual Channel

5-10 Volt Output

General Description Features

The PVI Series Photovoltaic 1solator gensrales an
electneally isolated DC voltags upon recept of a DC
input signal. it is capable of directly driving gates of

*  |solated Voltage Source
«  Monolithic Construction

power KOSFETs or IGBTs It utiizes a monolithic . U_F" to 8uA Output
integrated circuit photovoltaic generator of novel = Single or Dual Output
construction as its output. The ouiputl is controlied by = Solid-State Reliability

radiation from a GaAlAs light emitting diode (LED),
which is optlically 1solaled from the pholovoltaic
generator.

The PY1 Series is ideally suited for applications " <
requinng tigh-current andior high-voltage switching [ Ty

with optical isolation between the low-level driving . b, g
cireuitry and high-energy or high-voitage load circuits St s
it can be used for directly driving gates of power {H\\ i
MOSFETs. The dual-channel dsvice allows its outputs 3

to drive independent discrete power MOSFETs, or be
connected in parallel or in series to provide higher
current drive for power MOSFETs or hugher voltage
dnive for IGBTs. The PVI Series Photovollaic isolators
employ fast turn-off circuitry.

These PVI Sernies Photovoltaic isolators are packaged
in 8-pin, molded DIP patkages and available with

either thru-hole or surface-mount (“gull-wing"} leads,
in plashic shipping tubes.

Applications Part Identification

* Load Distribution PVIM1050N

*  Industrial Controls PVI5050N thru-hole

»  Current-to-Voltage Conversion PVI5080N

» Custom Solid-State Relay
PVI1050NS surface-mount
PVI5050NS {gull-wing)
PVIS080NS
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Electrical Specifications (40°C < T, £ +85°C unless otherwise specified)

INPUT CHARACTERISTICS PVI Series Units
input Current Range (see figure 4) 20t0 50 mA (DC)
Maximum Forward Voltage Drop @ 10mA, 25°C (see figure 5) 14 V(DC)
Maximum Reverse Voltage 70 V(DC)
Maximum Reverse Cument @ -7.0V {DC), 25°C 100 pA(DC)
Maximum Pulsed Input Current @ 25°C (see figure 6) 1.0 A(peak)
OUTPUT CHARACTERISTICS PVI Series Units
Maximum Forward Voltage @ 10pA 8.0 per channel Viog)
Maxiumum Reverse Current @ -10VDC 10 UA(DC)
8 e o i £y T
4 Toen SraRvoRae v &; . Tpen Croat Wi - %..
6 it <2 e -~
B ¢ 2 E e - — % €
?’ / Rathr g (é P ——— nt)
3 % 3
2 [ - A re——s
3 st § 2 x §
S e " P = - . £
s 1,’ Bl — e f g § : ,’/.‘ b — —t 1 2
% I 8 2 i{ F‘--y.;g’_,_,.ﬂ—""‘"—':vw".-' -
o ¢ Y BT - R
/ 2" S Sy Cameeen g O ,/ e Short Giroua: Carmerr =
LS R G LI <% ¢ FrEa L=
Lo = 7 -
o= ey ¢ 8 8 S— g 3 38
4 2 3 L1 3 £+ 2 4 1% 1?2 20 ¢ 2 4 ¢ 8 g 2 4 1€ k3 %
input Current (mA) Input Current (mA)
Figure 1. PVIS050N, PVi1050N Typical Output Characteristics Figure 2. PVI15080N Typical Output Characteristics
Wiring Diagram
Anode \_/ R
\J - (+}1 { 18
= |os ]
i M 4 {
2 : !
i~ 2 *
x \ | oc Cathode E {_ ©7
€3 | 13 ; Qe
Cathode |
| K |
F |os b
PVISO50N 4 x s
PVIS08ON Cathode PVIT050N i
Application Note:

The outputs of the PVI1050N (pins 5-6 and 7-8) may be placed in series connection to produce a 10-volt output
with a SpA minimum short circuit current. Altematively, the two ouptut of the PVI1050 may be connected in paral-
lel to produce a 5.0-volt ouput with a 10pA minimum short circuit current.

The two outputs of the PVI1050N may be applied separately with a maximum 1200VDC beiween the outputs.
input-to-output isclation to either output is 2500V (RMS).
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9.2. Anexo 2 — Tablas estadisticas de mortalidad en México.

Defunciones - causas - 30 a 64 afios - género - 1990-2006 -

nacional
Causa 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Defunciones generales | .o 003|130 951 | 143,271 | 147,650 | 148,375 | 154,323 | 155,979
de 30 s 64 2Rcs
Diabetes mellitus 13.5 14.1 15 15.5 163 | 168 16.9
Tumores malignos 16 16 16.3 16 16.2 16.1 16.1
Enfermedadesdel | )5 | 153 | 125 | 125 | 122 | 122 | 122
coraaocn
Enferdiedadesdel | 128 | 126 | 124 | 123 | 121 | 115
higado a/
Accidentes 10.2 10 9.6 8.5 9.4 9.4 95
i 4.2 4.2 a1 a 41 3.8 38
cerebrovasculares b/
Agresiones
AT 3.9 3.6 3.5 3.5 3.3 3.3 3.6
Enfermedad por virus
) e 2.2 2.2 2.2 23 2.3 2.2 2.3
inmunodeficiencia
humana d/
insuficiencia renal 2 2.1 1.9 2 2 2.1 2.1

Defunciones - causas - 65 y mas afios - género - 1990-2006 -

nacional
Sexo Causa 2000 2001 2002 2003 20b4 2005 2006
Fonci
Defunciones generales |, 004 | 224,068 | 235,316 | 247,215 | 249,560 | 264,674 | 264,740
de 65 y més afios
|
Enfermedadesdel | oy | 531 | 233 | 233 | 231 | 220 | 228
{orazon
Disbetes mellitus 12.7 13.3 13.9 14.4 15 15.3 15.7
Tumores malignos 13.4 134 133 3.2 13.3 12.9 13.1
Eeriaretadey 8.8 8.6 8.5 8.2 8.1 7.9 7.9
cerebrovasculares af
Enfermedades
pUSTGHGFES 4.4 43 4.5 47 4.9 5.2 5
obstructivas cronicas
b/
Enfe:rmedades de} 3.9 i 3.9 q 4 4 ¢
higade ¢f
Infl ¢ 1
Shiians dz,“e“m°”‘a 3.1 2.9 2.8 2.9 2.9 3 3.1
Accidentes 2.8 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
insuficiencia renal NA NA NA NA 2:3 2.3 2.3

Ll —————————————— ]
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Péster (Noviembre 2008)
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Descripcion del problema: wa sosaaon vanvicux y i3 _ |
13 UG B3 YeNYICU X 500 FTIUEE en o Coraz0n que pueden Camar & . |
ta mUte § NO SON Y3435 3 YeMpPa. Lina apeidn para wu Y Aamiana
2% 13 ESDRAION. COMGR en IPECH una gBeCaga de 2negia 3
yad 38 (O o8 gaOeme CapR de resnOOnNZA 135 CHUas

B T

SACINCaE Od corazon
Objetivo. Fign 1 Taguosnia verwiode, sesecit sgave ol y
Snladde wearitutde,
Disefiy un crculto 42 polencla Capaz de genarar yna onda SeCYC3 (N pIa &
raAIaE de 13 Wr3andn vamosa v 13 Bqucarda vennQua.
En scpectics, dsefir un ckcuslo de palanda qua ganare una toma de onda
Dpa¥ Con dacATIEnto exponanca con una aracon 92 10 a 12 ms que

anrajue una enargld o2 200 J 80 una ressiencia que varla sus vares enve 51

Fraen 2 Feoma ou o iy o s maeccs. Dyt D que 58 Aemes 313 IMORIINCIa YAWAYACE OH COBPO human:

"‘\-—n

sL 22
28 o 5o

Desarrollo de solucion: e aruw comeva = 3630 % ra st

- Eevacion de voRae 3000 V parala carga 08 un Capackar 2 200 ¢ 3 parK de wa
DA recagae o8 12V
-catuo:caga Q8 Capacyr y descarga de enargla NI S packee.

mmpueaeﬁdemvmaemgemaczxsmaunmaae TR
Fgors & Urtuas SdsAads b hadohatiba.

onda raquenda.
g 1o ——  Resultados ssaewo uwn cross mosyad en 13 gua }
iﬁ TR 3 capar 08 genery GG VAR GG MANCNBIE AN &
8 e desATORC g SUCKN, CON U CHOUK By-DICX. & COWO (8 Ay
e e e : canga y descarga par madko 02 IGHTS, ¥ & cawda 02 patankiad ’f""/‘—/
3 foc con un puame o de IGETS ¥ CRQEIs 02 ackVaOOn para KGSTS
i de @0 votge
SRzRgsRgaIngAnk Se remzaron rysba en Ca03 und ds @S empEs - 3
- ANCIANANGD N COMUND CON 106 rRSEBA0s MOTY X106 N 138 -
guras.
o . } !
Conclusiones e
TR Se @wvo un drcutoCapaz degenaa I3 fama de ondaraqueida
e pard 13 desRrIacion — — —
V.. T Agicando ia mEmas Dases pXa SXYOICA de patencd, se
ueden asefixr apBcacionas de YRS en (ierentss ramas; en esle - -

L - ‘-
g e e

Copcargs 95 ol CRNE SN CHQECADT W S
g

Perspectiva a futuro:

proyeciose usizaron 4Chas DI6ES D3 una APICICON DIMAACA,
BSAMFANGD # CONYS de IreCadn de un MO MECcKia can &
RC1) QU S8 743 6N 13 SICRYRACON HIPOL.

- -

Setwms 28 acecis 08 IGETE P
183

Par3 cONINUF CON A ProySCt0 y mAKaNs, s puede dsalia meddr da mpedaniia YINGIORAOCA PIra que este apar3k funciong
S0brR CUBQUIY DENSONa. AZTIGE J8 COMarciira, & (rOIUCTO dede s aprabado por 13 Food and Onugs Adminisyation FDA o agun
o ugm:norqu:em 135 ¥res @3pas de0e AN Miagrarse 20 un 5000 SMPaqUa P 3 POUSNd CONCE 2N Unjugar pUIHCoy quesea

Pégina 55





